
 

DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS   

Dalyko pavadinimas Mokslo kryptis (kodas) Fakultetas / 

centras  

Institutas / skyrius 

UV optoelektroniniai 

prietaisai 

(7,5 ECTS kredito) 

Medžiagų inžinerija T 

008 

Fizikos 

fakultetas 

 

Fotonikos ir 

nanotechnologijų 

institutas 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

 

Paskaitos  Konsultacijos Iki 1 ECTS 

kredito 

Individualus 7,5 ECTS be 

konsultacijų, iki 6,5 

ECTS su 

konsultacijomis 

Seminarai  

 

Dalyko anotacija 

Šis dėstomasis dalykas skirtas gilinti žinias apie ultravioletinės spinduliuotės sąveiką su 

medžiaga ir prietaisus, veikiančius UV spektro dalyje. Aprėpiamos šios temos: 

Ultravioletinė spinduliuotė gamtoje. UV spinduliuotės spektro sritys ir jų poveikis žmogui. UV 

spinduliuotės panaudojimas technologiniuose procesuose, ryšiuose ir medicinoje. 

UV šaltiniai. Didelio ir mažo slėgio išlydžio lempos. Dujiniai ir kietakūniai lazeriai, jų 

spinduliuotės konversija į UV sritį. Sinchrotroninė spinduliuotė. Eksimeriniai lazeriai. 

Puslaidininkiniai šviestukai ir lazeriniai diodai UV srityje, jų gamybos problemos ir tobulinimo 

perspektyvos. Medžiagos UV šviestukams. Lazerinių diodų UV srityje kūrimo perspektyvos ir 

problemos. 

UV šaltinių technologinės prietaikos. Fotolitografija; fotolitografiniu būdu formuojamų darinių 

matmenų mažinimo būdai ir galimybės. Medžiagų apdorojimas. Specifinės ir bendrojo 

apšvietimo lempos. 

Jutikliai. Fotodaugintuvai. UV spinduliuotės konversija į matomą sritį. Kietakūniai 

spinduliuotės jutikliai. Saulės neakinami jutikliai. 

UV optoelektroninių sistemų prietaikos. Kenksmingų biologinių ir cheminių medžiagų bei 

teršalų aptikimas. Vandens ir oro dezinfekcija. UV inicijuotų fotocheminių reakcijų 

panaudojimas odontologijoje ir pramonėje. Saulės neakinamų jutiklių panaudojimas liepsnos 

židiniams nustatyti. Artimasis UV ryšys karyboje. UV spektroskopija astronomijoje. 
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Egzaminas žodžiu; 60% bendro įvertinimo. Studentui pateikiami du klausimai ir sudaromos 

sąlygos 45 min. juos apgalvoti ir parengti brėžinius, formules ir tekstinę medžiagą, reikalingą 
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